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OEM: Texas Instruments Transistor TIS14

Datasheet

N-Kanal-Epitaxial-Planar-Silizium-Feldeffekt-Transistor

Feldeffekt-Transistor mit symmetrischem N-Kanal
fiir allgemeine Anwendungen

*Mechanische Daten

TIS14

Mada in mm
0.8 max 1 2
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Der Kollekbor il mit dem Gahduse slakiriach varbunden

TO-18

*Absolute Grenzwerte

Drain-Source-Spannung

Drain-Gate-Spannung

(zate-Source-Sperrspannung

Gate-Strom

Dauerverlustleistung bei (oder darunter) Ty = 25 °C (Bem. 1)
Lagerungs-Temperaturbareich

Temperatur der Anschlisse 1,6 mm vom Gehause (10 5)

Bemerkung:

1. Lineara Abnahme bis Ty = 175 °C mit 2 mW/°C.

* JEDEC registriert.
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OEM: Texas Instruments

Transistor TIS14

Datasheet

Elektrische Kennwerte*® bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen®® min max  Einh.
Upmyoss Gate-Source-Durchbruchspannung lg = —1phA, Upg=10 —a0 v
lass Gate-Sperrstrom Ugg = —20V, Uns =10 —1 né
Ugs ==—20V, Upg =0, Tu=180°C -1 Y
Ipss Drainstrom Upg =15V, Ugg=20 (Bem, 2) 05 15 maA,
Ugs Gate-Source-Spannung Ups = 15Y, Ip=60pA —04 —8 W
Ugs Pinch-off-Spannung Ups=15Y, Ip=1pA —£.5 v
lve1s| Vorwartssteilheit Upg =15V, Ugs=0, f= 1 kHz 1000 7500 us
(Bam. 2)
[yzasl Ausgangsleitwert Ups =15V, Ugs=0, f=1kHz 25 us
{Bem, 2)
Ci1s Eingangskapazitit Upg =15V, LUgs =10, f=1MHz a8 pF
—C12g Rilckwirkungskapazitit A pF
|¥e1al Vorwirtssteilheit Upg =15V, Ugs =0, f= 100 MHz 1000 T
Bemerkungen:

2. ImpulsmaBig gemessen: Impulsbreite = 100 ps
Tastverhiltnis = 10%

** Der vierte Anschlul (Gehduse) mul bei allen Messungen mit Source verbunden sein.

* JEDEC reqgistriert.
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